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(57) Abstract: The invention relates to a 
method for production of a serial circuit of 
solar cells with integrated semiconductor 
bodies, a serial circuit produced thus 
and photovoltaic modules, comprising at 
last one serial circuit. The invention is 
characterised in that conducting bodies 
(20) and semiconducting bodies (30) are 
applied to an insulating support layer, 
according to a pattern, whereby said pattern 
provides at least one dividing line (21) of 
conducting bodies. The regions adjacent 
to the conducting bodies are provided with 
spherical or particle-shaped semiconducting 
bodies (30). Parts of the semiconductor 
bodies are removed and the support layer 
coated on the side with a back contact 
layer (50). The back contact layer of a 
semiconducting body is thus exposed, for 
example, and brought into contact with the 
back contact layer (50) of the solar cell. 
The other side of the support layer (10) is 
provided with a front contact layer. By the 
introduction of two separating layers along 
a row of conducting bodies, the flow of 
current from the solar cells produced with 
the integrated semiconductor bodies can run 
such that the cell regions between the conducting body rows are connected in series. Individual series circuits can be connected to 
each other in the manner of tiles, such that each back contact is connected to a front contact. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hers tell ung einer SerienverschaJtung von Solarzellen mit inte- 
grierten HalbleiterkSrpern, eine damit hergestellte Serienverschaltung und ein Photovoltaikmodul, welche wenigstens eine Serien- 
verschaJtung umfassL Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass in eine isolierende Tragerschicht leitende Kdrper (20) und 
Halbleiterkorper (30) nach einem Muster eingebracht werden, wobei das Muster wenigstens eine Trennlinie (21) aus lei ten den Kdr- 
pern vorsieht. Die Bereiche neben den LeiterkSrpern (20) werden mit Kugel- oder Kornformigen Halbleiterkorpern (30) bestuckl 
Teile der Halb]eiterk6rper werden abgetragen und die Tragerschicht auf dieser Seite mit einer Rttckkontaktschicht (50) beschichtel 
So wird beispielsweise die Ruckkontaktschicht eines Halbeiterkorpers freigelegt und mit der Rttckkontaktschicht (50) der Solarzelle 
in Kontakt gebracht. Die andere Seite der Tragerschicht (10) wird mit einer Vorderkontaktschicht versehen. Durch Einbringen von 
jeweils zwei Trennschnitten entlang einer Reihe von Leiterkorpem kann der Stromfluss durch die gebildeten Solarzellen mit den 
integrierten Halbleiterkdrpem so gefuhrt werden, dass die Zellenbereiche zwischen den LeiterkOrperreihen in Serie verschaltet sind. 
Einzelne Serienverschaltungen konnen schindelartig untereinander kontaktiert werden, so dass jeweils ein Ruckkontakt in Verbin- 
dung mit einen Vorderkontakt stehL 



